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NcTopusa nameHeHnn

Bepcusa | pata onucaHune
V1.0 12 ceHTa6psa 2010 EG8010 aHOHCMpOBaHHbIe creuudnkaumm.
V2.0 18 okTa6ps 2010 1. O6Hoenenns EG 8010, onucaHue BbIBOAOB 1 YHKLUNA.
V1.0 V2.0
BblBO (byHKLl,VIﬂ BbIBOA (byHKLl,VIﬂ
Pin6 LCDDI Pin6 SPWMEN
Pin7 LCDCLK Pin7 FANCTR
Pin8 LCDEN Pin8 LEDOUT
Pin9 IDSPSEL Pin9 PWMTYP
Pin16 | FRQAD) Pin16 | FRQADIJ/Vrs2
Pin23 | SPWMEN Pin23 | NC
Pin24 | FANCTR Pin24 | LCDCLK
Pin25 | LEDOUT Pin25 | LCDDI
Pin31 | FRQOUT Pin31 | LCDEN

V1.0 Mpumeyanue: Boisog SPWMEN npu "0" aktusupyet SPWM, npu "1" Tyt SPWM
V2.0 BbiBog SPWMEN pomnxeH nmets "1", 4tobbl BKNOUUTL 1 "0", 4TOOLI BbIKMOYTE SPWM.
Bpemsi nnaBHOro nycka nameHeHo go 3S.
HanpsixeHne cpabaTbiBaHWs 3awwuThbl OT neperpesa nosbiweHo fo 4.3V. B V1.0-4,0V

OGHoBMeHa TUMoBas cxema NbUMeHeHUs!

HanpsHKeHus.
[o6asneHo onucaHne metoaa LUN-mopynsaumm.

O6HosneHne RS232 komana nocnegoBaTenbHON nepefavn AaHHbIX U OYHKLUA.

2
3
4
5. OB6HoBNEHO onucaHye ycTaHOBOK 0GPaTHO CBS3N BbIXOAHOMO
6
7
1

V2.1 15 HosBpsa 2010

O6HoBneHa TUNoBas cxema NPUMeHeHNs (3aLumTa OT KOPOTKOro
3amblkaHus Ha LM393), a Tawke npumeHeHus gpansepos IR2103 IR2106.

N

[o6aBneH pexxum 4acTOTHOro Npeobpa3oBaHnst AN YNCTOCUHYCHBLIX MHBEPTOPOB.

V2.2 20 aBrycta 2011 1. [Dob6asrneHa ceaska EG8010 + IR2110 + 6riokMpoBKa B TUMOBYIO CXEMY
NpPUMEHEHMSI.

2. WamenuTb prcyHok 8.9a RS232 ¢ onTuyeckoii pasesiakoii Lenu ceasn
MAX232 yunos 9 Horn n 10 cdoyTOB COEANHEHUIA.

3. B uenu OC temnepatypHoro koHTpons 8.3 nobasneH Bbibop NTC 25 C
Conpotusnenue 10 Kb, noctosiHHoe 3HaveHune 3380
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HLAH SPWM W48 48 & H S

EG8010 MacnopT Ha MUKpoCxemy V2.2

OcobeHHOoCTH

5V OOMH UCTOYHUK NUTaHNSA
YcTaHOBKa YeTblpex BUA0B BbIXOLHOM YaCcTOTbl MpW NOMOLLM NepemMbIveK (XamMnepos)

® 50Hz duUKCUMDORAHHASA YACTOTA CUHVCOUNMBbI HA RhIXONe

® 60Hz PMKCMpoBaHHas YacTtoTa CMHycoMabl Ha BbIXxo4e

® (-100Hz [manasoH py4yHOM perynmpoBKM YacTOTbl CUHYCOUAbI Ha BbIXO4e

® (-400Hz [lnana3oH py4yHOW PErynmMpoBKM YacTOTbl CUHYCOMAbI Ha BbiXoae
YHunongapHasa n unonspHasa moaynsaums

Bo3MOXHOCTb 3agaHnAa O4HOMO U3 YEeTbIpeEX 3HAYEeHUN ONTENBbHOCTU MEPTBOIO BPEMEHU
® 300nS MepTBOro BpeEMEHMU
® 500nS MepTBOIro BpeMeHu
® 1.0uS MepTBOro BpemMeHu
® 1.5uS MepTBOro BpeMeHu

BHewHW kBapueBbin reHepatop 12 MMy,

Hecyuwas yactota UMM 23.4KHz

Ob6paTHagd cBs3b MO HANPSKEHUIO, TOKY 1 TeMnepaType B pexumMme peanbHOro BpemMeHu
3aluTa oT OT MOHMKEHHOrO/MOBbLILLEHHOIO HAaNPSXKEHUS, Neperpy3kn No TOKy 1 neperpesa.
[MpoTokon cBA3M AN YCTAaHOBKM BbIXOO0r0 HanpsiKeHUs, 4acToTbl U Ap. NapamMeTpoB
DR B i FL s . AR A S

Moakntovaembivi BHewHu 12832 LCD gucnnen ona otobpaxxeHns OCHOBHbIX NapameTpoB
MHBEpTOpa

OnucaHune

EG8010 aBnsaeTtca unpoBbIM KOHTPOMNNEPOM, C TMOKMMN perynmpoBkaMmm MepTBOro BpeMeEHM
npegHas3Ha4YeHHbIM 4515 UCcnonb3oBaHua B AByxctaguinHelx DC-DC-AC vnn ogHoCcTagumHbIX
MMMYIbCHbIX NpeobpasoBaTensx HanpskeHus. [ns BbICOKOWM TOYHOCTM NpeobpasoBaHus
NPUMEHSIETCA BHELLHU 12 MrL KBapLEBbI reHepaTop, YTO No3BoNseT 4OOUTLCA MarnbIX
NCKaXXeHW BbIxogHOro curHana. KoHtponnep noctpoeH Ha 6asze KMOI1 TexHonormu. Y Hero
MMeeTCs BCTPOEHHbIM CUHYC reHepaTop, CXema nyiaBHOro 3anycka, nocnegoBaTtenbHbIn
nHTepdenc ceasm RS232 n gpansep LCD ancnnes tuna 12832.

O6nacTb NpUMEHEHUS

OpaHodasHbIn cuHycomnaanbHbii NpeobpasoBaTesb HaNPsSXKeHNs

AR HL I AR 2% B PR
NMpeobpasoBaTenu HaNpskeHNsa Ons BETPOreHepaTopoB

CocTtaBHas 4aCcTb UCTOYHUKOB DecnepeborHoro nutaHua PSS

MoLLHble perynsaTopbl CKOPOCTU BpalleHUs ogHOM(a3HbIX 3N1IeKTPOMOTOPOB
CBapoyHble annapaTbl m [eHepaTopbl CMHYycOnabI
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4.1. OnncaHve BbIBOOOB
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4.2 HazHa4yeHune BbIBOOOB

IS | SIS /0 Hid
26 vCcC VCC | BeiBon nutaHua +5V
3,12 GND GND | Obwwumn
DT1, DTO coueTaHue nepembliuek 3anaeT AeATaNM :
1 DT1 “00” DT 300nS mepTBOro BpeMeHy;
“01” DT 500nS mepTBOro BpeMeHu;
I3 2 .
2 DTO 10”7 DT 1. OuS mepTBOro BpeMeHwU;
“11” DT 1. 5uS MepTBOro BpeMeHwu;
4 RXD I CepuitHbIii NOTP NepefaYnt AaHHbIX
TXD (@] [MocnepoBaTenbHbI NOPT Nepefayn AaHHbIX
6 SPWMEN I MopT paspelleHuns reHepauny, "1" yposeHb paspeluaeT reHepauyio, "0" sanpeLaet
YnpaBsrneHne BEHTUNATOPOM, KOrAa Ha BblBOAE KOHTPOMSA TemnepaTypbl 0GHapYKeH
7 FANCTR (e} ypoBeHb Bbllle 45T, MEHSIET COCTOsIHWE Ha "1", BKIlOYas BEHTUNSTOP, NMPY CHUXEHWUM
Temnepatypbl Hwke 40C, yctaHaBnueaeT "0" ypoBeHb, OCTaHaBNMBasi BEHTUNSATOP
CBeToAMO4Has cUrHanmaaumsi oLnGKM, Npyu BO3HUKHOBEHUM OLLUNGKM
ycTaHaenueaetcs "0", 3axurasi ceetoamoa. PawmndpoBka owmbok:
HopmanbHbIi: ANMHHBIE NOCNefoBaTeNbHbIE BCMbILLKU
8 LEDOUT o) Meperpy3ka no Toky:NepuoanYeckn MuraeT ABa pasa no ABe CeKyHAbl U BblKMoyaeTcs
MepeHanpsbkeHune: nepmoamyeckn muraet 3 pasa, C nay3on B 2 CEKyHAbI
BpayH: nepuogunyeckn muraeT 4 pasa c nay3omn 2 cekyHabl
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Перегрузка по току:периодически мигает два раза по две секунды и  выключается
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Браун: периодически мигает 4 раза с паузой 2 секунды
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WHE. MR R K. K 9 Fh. —TEAEIR
LLINM BbIGOp THMa
"0", 370 TMN NonoXxuTensHon nonspHoctn LM, aktuHbIN Bbicokmii IR2110 BoanTenb
NPYMEHEHbI K APYTIM KOMMOHEHTaM Npueoaa, a UMEHHO
Pin SPWMOUT Bbicokon moLHocT MOS OTKpbITbIM
"1" TMn oTpuuaTensHoro BoixogHoro LM, akTneHbIM HU3KMI npyueog TLP250
NpUMEHsIeTCS K BHYTPEHHel kaTog avoda
9 PWMTYP Takue, kak onTonapa yCTPOUCTB, @ MMeHHO koHTakT SPWMOUT manon MoLHOCTH
MOS oTKpbITbIM
MpoekTpoBaH1e NporpaMmMHOro obecneyeHunst MoXeT OTHOCUTLCS K TUMWYHbIM CXema
NpYMeEHeHWs!, paunoHasibHoe pacnpeaeneHne B 3aBUCUMOCTH OT JOPOXXHOM COCTOSIHUSA
BblBOAA YCTPOWCTBA Mnn
HecooTBeTcTBUE NpMBEAET K BEpXHEW U HkHel cunosoii MOl ogHOBpeMeHHOro
ABMEHUS MPOBOAUMOCTH
10 OSC1 12M KOHTaKTHbI pasbeM KBapLEBOro reHepaTtopa 1
11 0SC2 12M KOHTaKTHbIV pa3beM KBapLLEBOro reHepartopa 2
13 VFB O6paTHas cBsi3b MO BbIXOAHOMY HAMPSKEHWIO
14 IFB O6paTHas cBsi3b M0 TOKY B Harpyske
15 TFB BbiBOA ANs NoaKnYeHUst TepMoaaTymka
16 FRQADJ/ Difie SR, WA CRARPERED VB RBE s 0-5V S,  XUBR IR i
VFB2 AP A A R A L R B N i
17 VREF MNCTOYHUK ONOPHOrO HanpsiXeHns
FRQSEL1 (5[ 19), FRQSELO (I 18) ik BE%EMR,
“01” JE%iH 60Hz A,
19 FRQSEL1 “107 A E 0-100Hz Y FRQADJ 5 IR 15
“117 A E 0-400Hz 1 FRQADJ 5 IR 1%
YHVNONApHBIA, BUNONSAPHBIA PEXUM MOAYNALMUN:
20 MODSEL “0” YHUMNONSAPHbLINA PEXUM MOAYNALUN
“1” BMNONAPHLIN PEXUM MOAY ALK
Mna.HbI nyck (CodTcTapT):
21 SST “0” MnaBHbIii NycK - 3anpeLyeH:
“1” TnaBHbINA NYCK - pa3peLLEeH:
22, 23 NC &l
24 LCDCLK Boisoa Clock ans 12832 YKK-moayns
25 LCDDI BblBOA nocnegoBaTenbHbix koMana ans 12832 XK-mogyns
A MR A SPWM B, BRAR A TR B R R DA A R A (R S, XU
27 SPWMOUT1 . . . N
VRIS VE 2 SPWM 1A il
A MR SPWM B, SRR TR I IR B A DA A R A R S A, XU
28 SPWMOUT?2 . N . N
TR SPWM i il
JoME A5 SPWM i, SRRk FOSURR A T S B AR A S ZE i SPWML A il
29 SPWMOUT3
H
JEMVE R SPWM i, SRRk RS A T S B AR A S ZE M SPWML A il
30 SPWMOUT4
H
31 LCDEN BbiBog akTuBauuu(BkodeHuns) ansa 12832 XK-moaynb
BbiGop pexvma paboTbl MUKDOKOHTPOSEpa:
32 VVVE “0” Pexunm noCTOsIHHOM YacToThbl CO CTabUNU3aumnen HanpsKeHUs;
“1” Pex1m nepemMeHHOIt 4acToTbl, UCTIOMNb3yeMble B KOHTPOMepax ynpasneHus asuratenem
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Сергей
Текст
ШИМ выбор типа
"0", это тип положительной полярности ШИМ, активный высокий IR2110 водитель применены к другим компонентам привода, а именно
Pin SPWMOUT высокой мощности MOS открытым
"1" тип отрицательного выходного ШИМ, активный низкий привод TLP250 применяется к внутренней катод диода
Такие, как оптопара устройств, а именно контакт SPWMOUT малой мощности MOS открытым
Проектирование программного обеспечения может относиться к типичным схема применения, рациональное распределение в зависимости от дорожной состояния вывода устройства или
Несоответствие приведет к верхней и нижней силовой МОП одновременного явления проводимости

Сергей
Текст
12M контактный разъем кварцевого генератора 1

Сергей
Текст
12M контактный разъем кварцевого генератора 2

Сергей
Текст
Обратная связь по выходному напряжению

Сергей
Текст
Обратная связь по току в нагрузке

Сергей
Текст
Вывод для подключения термодатчика

Сергей
Текст
Источник опорного напряжения 

Сергей
Текст
Униполярный, биполярный режим модуляции:

Сергей
Текст
униполярный режим модуляции

Сергей
Текст
биполярный режим модуляции

Сергей
Текст
Плавный пуск (Софтстарт):

Сергей
Текст
Плавный пуск - запрещен:

Сергей
Текст
Плавный пуск - разрешен:

Сергей
Текст
Вывод Clock для 12832 ЖК-модуля

Сергей
Текст
Вывод последовательных команд для 12832 ЖК-модуля

Сергей
Текст
Вывод активации(включения) для 12832 ЖК-модуль

Сергей
Текст
Выбор режима работы микроконтроллера:

Сергей
Текст
Режим постоянной частоты со стабилизацией напряжения;

Сергей
Текст
Режим переменной частоты, используемые в контроллерах управления двигателем


» A
EG voonroman EG8010 15 K BTt V2.2

T SPWM 5 1 5
5. it HE &

17
VREF (5VHEMEHLIRARA)
13 VEB CHUTE I >
TFB (i ) iy f2 1L,
%451 YETTEN > &L’J”“J SPMOUTL CHFFISSPINETRID) o
16 FRQADJ/VFB2 Cili##izhfit/ vk i2) KERERER
> SPHNOUT2 CAHHSPIM D] 0
10 M» SPWM A A= 2% 4{ SPWMOUT3 (/¢ 15 SPWM_E 44 i1 29
0SC SPWNOUT4 CZEAHESPIM LD ()
11 0SC2 (%23 5 1192)
1 DT1 (BEX A 147) - O LCDDT G b dR 4o i i dii ) 25
9 [ D10 GEX AR - 128325 i S LCDCLK Gl S il i ] 97
18 [FrasEL HRHEUEHB0RD o] TR b LCDEN_ G o i) ', 31
19 L LR
MODSEL AR PRI HED o A 2 2
+> AR N T N va ol
%(1) SST (%Eﬁ]é\;) INEatiE TXD CH 8 T R 1% 0 ) 5
VVVF B A A S -
\ > [ "
%2 PYMTYP (owﬁﬂ,@sg@%) BB RXD s U RS 4
6 | SPWMEN (SPWMILfE) >
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MoumeuaHue:

1 B pexume (ukcUpoBaHHOi HacToThi, 50 My (Koraa pxamnepsi FRQSEL, FRQSELO = 00) unv 60 'y (koraa Axamneps FRQSEL1, FRQSELO = 01) u

1. [H AR AT 50H2(FRQSELL, FRQSELO=00)5Y 60Hz(FRQSELL,FRQSELO=01), FRQADJ/VFB2 Fil VWVF 5IMITERL, IE 5% 4 H v /IS i R B R23 BEATIRAC R He, ) LA AR DB R 3 4 o

2. [ AT (VWVF 51 “0” IKHLF) 0~~100Hz(FRQSELL, FRQSELO=10)k OHz~~400Hz(FRQSEL1,FRQSELO=11), FRQADJ 51 SMH i 25, 4t iR FRQADY 51 BAIA Y, it ks R23 T o

1 pexum yactoTHoro naMmeHeHnss FRQADJ/VFB2 VVVF koHTakTHbIN HeaKTUBHA, CUHYCOUAbI BbIXOAHOIO HanpsiKeHWs OT BEMUYMHbBI pe3ncTopa obpaTHom
cBsA3n R23 ans perynmpoBku unu perynsitopa MoxeT OblTb MPUMEHEH PErynsitop pKOCTU B NPUMOXKEHMUSX.

2 hukcupoBaHHbIM HanpsPKeHnem pexume nepemerHon yactotbl (VVVFE wtudt Ha "0" LOW) 0 ~ 100 My (FRQSEL1, FRQSELO = 10) unn 0 'y, ~ 400 'y,
(FRQSEL1, FRQSELO = 11), koHTakTHbIn FRQADJ TpebyeT BHelLHero noteHumomeTpa, BbixoaHble Yactota FRQADJ WTUdT perynmpoBOYHOro, BbIXOAHOE
HanpsbkeHne 3agaetca R23.

3 pexume nepemerHon yactotbl (VVVF wtundt "1" Beicokuin) 0 ~ 100 My (FRQSEL1, FRQSELO = 10) unn 0 'y ~ 400 'y (FRQSEL1, FRQSELO = 11),
koHTakTHbIN FRQADJ TpebyeT BHewwHero noteHunomeTpa no FRQADJ koHTaKT Ans perynmpoBaHns BbIXOAHOW YaCTOTbl U BbIXOAHOTO HaNpsKeHus,
BHYTPEHHWE CXeMbl OCTaeTCs

V / F = noctosiHHas, R23 yctaHoBUTb BbIxoAHY YacToTy 50 'y BeixogHoe HanpsbkeHue apdekTuBHoe 3HaveHmne 220.


Сергей
Текст

и режим частотного изменения FRQADJ/VFB2 VVVF контактный неактивна, синусоиды выходного напряжения от величины резистора обратной связи R23 для регулировки или регулятора может быть применен регулятор яркости в приложениях.
2 фиксированным напряжением режиме переменной частоты (VVVF штифт на "0" LOW) 0 ~ 100 Гц (FRQSEL1, FRQSEL0 = 10) или 0 Гц ~ 400 Гц (FRQSEL1, FRQSEL0 = 11), контактный FRQADJ требует внешнего потенциометра, выходные Частота FRQADJ штифт регулировочного, выходное напряжение задается R23.
3 режиме переменной частоты (VVVF штифт "1" высокий) 0 ~ 100 Гц (FRQSEL1, FRQSEL0 = 10) или 0 Гц ~ 400 Гц (FRQSEL1, FRQSEL0 = 11), контактный FRQADJ требует внешнего потенциометра по FRQADJ контакт для регулирования выходной частоты и выходного напряжения, внутренние схемы остается
V / F = постоянная, R23 установить выходную частоту 50 Гц Выходное напряжение эффективное значение 220.

Сергей
Текст
Примечание:

Сергей
Текст
1 В режиме фиксированной частоты, 50 Гц (Когда джамперы FRQSEL, FRQSEL0 = 00) или 60 Гц (когда джамперы FRQSEL1, FRQSEL0 = 01) и  

Сергей
Подсветка
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4 6-3. EG8010+IR2106S 4l 1 5% 01 A% 2% Uit B4 [ F] W e Pl CRple P o i g 30
Note:
1. [ RN 50Hz(FRQSELL, FRQSELO=00)5 60Hz(FRQSELL,FRQSELO=01), FRQADJ/VFB2 Fil VWVF 5| IHITEAL, IF 5% %00 H ok R/ i S it B R23 BEAT U A Bl s, LA FHZE e R s 3 6 o
2. [FSE U EASEIR R (VWVF 515 “0” fGHF) 0~100Hz(FRQSEL1,FRQSELO=10)E, OHz~400Hz(FRQSEL1,FRQSELO=11), FRQADJ 5|74 i 8, it 452 FRQADS 51 IV, %yt dik iy R23 .
3. SR IR (VWVF S “1” B5HT) 0~100Hz(FRQSELL,FRQSELO=10)E} OHz~400Hz(FRQSELL,FRQSELO=11), FRQADJ 7| M 2%,  H1 FRQAD) BB 5% e it ep 1, il o i ek

V/F=HHG R23 BET A SOHz 4 L AT 2 220V

2010 Oz f i T R A F AU
www.EGmicro.com
8/20



2 A
l“‘, 7, 8 5 L AT BR A EG8010 ii% 5 $ii Tt v2.2
AL SPWM 175 8- 1 5
6.4 EG8010+TLP250 4fi1F 7% i 1% 28 a5 Ht 24  F ri Bx ] CR R i o) 0 =00

‘, A B
X| e FaseTrrims
) a0
= o

E
L

>

=

<§T?i;9;:5“
I

2 13

Hop—

{10]

=9 S L] iE 5220V

=0 T2 220V
A 7

w6

w5 |

=y

EG8010.TLP250 F 5% 3045 p
Oy F R B P R R )y 2D

www.EGmicro.com

] 6-4. EG8010+TLP250 4 11 5% YR 101 A% 2 Mt 714 7 ] e e P Bl P 3 )77 2O
Note:
1. [ AR AR 50HZ(FRQSELL, FRQSELO=00) %, 60Hz(FRQSELL,FRQSELO=01), il 5% i th v s /I iy S 45 i B R23 AT YRS e, ) LA FHZE YO A 7 &
2. [FSEHEASEIR R (VWVF 515 “0” fGH5F) 0~100Hz(FRQSEL1,FRQSELO=10)E, OHz~400Hz(FRQSEL1,FRQSELO=11), FRQADI 5| JHITE /My 58, it 452 FRQADS 51 IV, #ril ik iy R23 .
3. SR IR (VWVF S “1” B5HT) 0~100Hz(FRQSELL,FRQSELO=10)EY OHz~400Hz(FRQSELL,FRQSELO=11), FRQADJ 7| Mzt 2%,  H1 FRQAD) BB 5% e it ep I, il e i ek

V/F=HHG R23 BET AR SOHz I Y L AT 2 220V
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Note:
1. [ AR AR 50HZ(FRQSELL, FRQSELO=00) 60Hz(FRQSELL,FRQSELO=01), KUAK Y il il i 7545 5 i) 20(MODSELY # vioF-, 1 5%t v DK/ HORUEG e BEL 2% R23 AT 4 i s

2. AR YA AR SR P AR fiE
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MpumeyvaHune

1. [pn NPUMEHEHUM HU3KOHACTOTHOTO TpaHcdopmaTopa HeoGX0ANMO 03aB0TUTLCS YCTAHOBKOW BLIXOAHBIX BEICOKOBOSbTHBLIX KOHAEHCATOPOB

DUNLTPYIOLLMX BbICOKOYACTOTHYHO cocTasnsiowyto WM moaynsummn

2. [ins ucnonb3oBaHusi B pexume Mocta ¢ HY TpaHcgopmaTtopom o6paTtHoe HanpsixeHue Mosfet TpaHaucTopoB fomkHO

ObITb BbIGPAHO B COOTBETCTBUM C HanNpsikeHneM nuTtaHus. ConpoTueneHue Mosfet Heobxoammo BeIGUpaTh
MWHUManbHbIM.

T‘u 152220V
E#220VH
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Сергей
Текст
При применении низкочастотного трансформатора необходимо озаботиться установкой выходных высоковольтных конденсаторов фильтрующих высокочастотную составляющую ШИМ модуляции

Сергей
Текст
Для использования в режиме моста с НЧ трансформатором обратное напряжение Mosfet транзисторов должно быть выбрано в соответствии с напряжением питания. Сопротивление Mosfet необходимо выбирать минимальным. 

Сергей
Текст
Примечание
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AneKTpryeckne xapakTepucTmku

MpenenbHble napameTpsl

Ecnun He ykasaHo uMHoe, TO cumTaTb ycnoBusi Npu T (remneparype) = 25 C

CumBon napameTp ycnosus ucnbitanuid | My Makc En

Hanp. nctoyHuka nutaHus Hanpsixerue Ve no
vec P OoTHoLeHnto kK GND 0.3 6.5 v

HanpspkeHusi Bcex
BbIBOJOB BBO/JA / BbIBOAA -0.3 5.5 \Y
no oTHoweHuo kK GND

/0 Bce BxogHble n
BbIXOZHbIE MOPThbI

MakcumanbHasa BenuunHa

Isink TOKa Ha BbIBOJE - - 25 mA

MakcumanbHas BenuynHa

Isource TOKa Ha BblBOAE - - -5 mA
Pabouas Temnepatypa _ )

TA OKpVXXatoLLen cpeabl 45 85 C

Tstr TemnepaTypa XpaHeHus! - -65 125 C

3ameyaHue: Beixoa napamMeTpoB 3a npeaersibl NnepevyncrieHHbIX MOXeT NPUBECTU K He06paTmmomy noBpeXOEeHNI0 MUKPOCXEeMbI, a ANUTEeSbHble
OKCTpemMarsibHble YCrnoBuA MOryT NOBIUATL HA HAOAEXHOCTb ee paﬁOTbI.

HomuHanbHble napameTpbl

Ecnu He ykasaHo nHoe, TO 3Ha4yeHus1 aencTBuTenbHbl Npu TA =25 C, Vee = 5B, OSC =12 My

kel SHLR WIAKAE = | RE | BK | B

Vec MCTOYHUK NuTaHms - 2.7 5 5.5 Vv
VREF MCTOYHMK onopHoro _ _ 5 _ v
HanpshkeHus
/0 Hanpmxenn BXORKAIS | iy 1 /0 5| %t GND (IE | O : 5 v
Icc Tok nokos Vee=5V, 0SC=12MHz - 10 15 mA
MakcumanbHoe HanpsikeHne _
VrB BbIBOAA 06paTHOI CBA3K Vee=5V - 3.0 - v
les MakcumankHoe HanpsikeHne | . .-y _ 05 _ v
BblBOAA TOKOBOW 3aLUMWTbI !
MakcvmanbHoe HanpsixeHve _

Tre BblBOAA 3alLUMThbl OT Neperpesa Vee=bV - 43 - v
Vin(H) E;“r’fq”e°c'f'(g§‘;;?ﬂ':;ubl Vee=5V 2.0 5.0 5.5 v
Vin(L) E;(J?;,?Hoﬁ YPOBEHb TOTUHECKOTO | V(6 n=FY -0.3 0 1.0 v

Vout(H) eixonton Jpome . Vee=5Y, T0H=—3mA 3.0 5.0 - v
Vout(L) Bbix0AHO# ypoBeH: Vee=5Y, T0L=10mA - - 0.45 v

Norn4eckoro Hynsa

MakcvmarnbHas BbixogHast
Isink paKoBVHA BbIXOAHOWN KOHTaKT — — _ 20 mA
QNEKTPUYECKNI TOK

* MakcuManbHbIV BbIXOOHOW
Isource TOK - - - -3 mA
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Сергей
Текст
Электрические характеристики

Сергей
Текст
Предельные параметры

Сергей
Текст
Если не указано иное, то считать условия при  T(температуре) = 25 ℃

Сергей
Текст
Символ

Сергей
Текст
параметр

Сергей
Текст
условия испытаний

Сергей
Текст
Мин

Сергей
Текст
Макс

Сергей
Текст
Ед

Сергей
Текст
Напр. источника питания

Сергей
Текст
Все входные и выходные порты

Сергей
Текст
Максимальная величина тока на выводе

Сергей
Текст
Максимальная величина тока на выводе

Сергей
Текст
Рабочая температура окружающей среды

Сергей
Текст
Температура хранения

Сергей
Текст
Напряжение Vcc по отношению к GND


Сергей
Текст
Напряжения всех выводов ввода / вывода по отношению к GND
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Замечание: Выход параметров за пределы перечисленных может привести к необратимому повреждению микросхемы, а длительные экстремальные условия могут повлиять на надежность ее работы.
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Номинальные параметры

Сергей
Текст
Если не указано иное, то значения действительны при TA = 25 ℃, Vcc = 5В, OSC = 12 МГц
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Источник питания
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Источник опорного напряжения 
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Напряжения входные и выходные
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Ток покоя
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Максимальное напряжение вывода обратной связи 
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Максимальное напряжение вывода  токовой защиты
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Максимальное напряжение вывода защиты от перегрева
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Входной уровень логической единицы

Сергей
Текст
Входной уровень логического нуля
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Выходной уровень логической единицы
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Выходной уровень логического нуля
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Максимальная выходная раковина выходной контакт
электрический ток
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Максимальный выходной ток 
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3. NpuMeHeHne pekomeHaauum

8. 1 BbixogHoe HanpshkeHne obpaTHOWN CBA3

PexutMsl pacoTsl unia EGBO10 BO3MOXEH B TOMLKO MOCT pyKH ( KOHTaKTHBI EGB010
SPWMOUT3 . SPWMOUT4 ) caanats, SPWM 1OAYALGN , Apyrol Horo ( £G6010 SPWMOUT1 xormrantri, SPWMOUT2 ) caenars Gasy

SPFWIVIOUI S, SPWIVIOUIT4) 0 SPWIVE JamHl iy, J37 MU' (EGBULU ‘1A SPWIVIOUIT L, SPFWIVIOUIZ) 2

B, N ﬂﬂﬁﬂﬁ'ﬁ‘ﬁﬂﬂﬂ*%ﬁf SPWM IR B i e, v, e EORE T il v B [T 55 B2 E SPWML T I

EGB010 4in pexviM AenuTcs Ha TOMLKO MOCT PyKW ( KOHTaKTHBI EGB010

;g% }z‘z ; SPWMOUTS, SPWMOUT4 ) cenats SPWM Monynﬂuwew npyroM Horoii ( EGB010 SPWMOUT KowTakTHsit, SPWMOUT2 ) caenats 6asy =
SN { Bonka BbIX0AHON UNbTP PYHOIi MOCT SPWM MOAYNSiLIMY BLIXORHOTO HANPSXEHWS Lieny 0BpaTHOV CBAaY Takke TpeyeT oT6opa SPWM MOAYNALMA MOCTa CBA3AHO a
Arm BEYORNOIO WHAYITORA, KK NOKEZ0HO 8.1a pykv ( EGB010 KoHTaKTHbIi SPWM3 , SPWM4 , SPWM1, SPWM2 ) ¢
Korna SPWM i i unbTpa ByaeT Nyviule , BHIGOPKa OBPATHOM CBA3LIO MO cxema TpeGyeT nenuTens yoyry!
H—J’ /ﬁﬁ SP\\/ Vs oGparioi obpator , ax nokasano s crarn 8.1 =y
TpuoaHonoNsIpHoM pextie Moaynsiuu EGB010 uun 0BpaTHOI CBA3bI0 N0 HANPSXEHWIO MPOLECC OcyllecTansieTcsl TG ( 13) VFB BbixoAe Toka , Wt T
(16) Tonbko FRQADJVFB2 dyHkuya FM FRQADJ pexum B 910 8pems VFB2 0GpaTHO/ CBA3H SBIIAGTOR HEAeMCTBMTeNbHbIM, CTPYITYPa e NOKE3aHO K pUCHK 8.12 0GPaTHON CBAIIO M0 HAMPAKEHMIO SAMHLI! BHIGOPKN
/ \ S nMKoBOrO VTP 0BpaTHOii CBA3 OropHOro nMkoBoe 3B A . 3HaveHme . koraa
(92 onnHoM
Ha BbiBoAe Talke | BHYTPEHHEE aHaveHM e oMK uerv, p: ana Gonee Huskix
Y *& ' Aocturaet npoLiecca , HaoBoPOT , KOrAa WTUAT uun fl]
(16) i
16) FR( i

3 N S P U Hh s T pA) S B 1 5% WA P s 3V EAT IR ZE VI, 0P b PR B VR HAH R 2, %
AT m Iy, %G I s B T, T R R ZE A o SRS R P R ek R L SEBLRR R
O HOA SR R, Rz, s I AR, B AR T
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PucyHok 8.1a EG8010 Llenb obpaTHOi CBA3M BLIXOAHOTO  PucyHok 8.1b ®opma HanpsikeHust oGpaTHOM CBSA3W NPy OAHOMOSAPHON MOAY AN
HanpsikeHWsl Npu UCMoNb30BaHNN OAHOMONSPHON
Moaynaumm

PucyHok 8.1b npyMeHsieMblit METOA, KOHTPOS BLIXOAHOTO HaNPsHKEHWs! B peXXMMe O4HOMOMSPHOM MOZYNALMM, ANt MUKPOCXEMBI
EG8010 no3BonsieT ¢ BbICOKOW TOYHOCTHIO KOHTPONMPOBATb BbIXOAHOE HaNPshKeHUe, MUHUMU3MPOBATb €ro OTKIOHEHUs1 OT HOMUHana
MpY M3MEHEHWNN MOLLHOCTM Harpysku, KonebaHusa HanpsixeHUst NUTaHns 1 Apyrux dakTopos. BeixogHoe HanpsikeHue B nobom criyyae
perynupyeTcsi 4o Tpebyemoro 3HayeHusl. (0T nepeBoAuMKa - CAECb CrieayeT NOHMMAaTb Takke CTabunusaumio HanpsKeHust npu
MCNONb30BaHUN C PeaKTUBHBLIMU Harpy3kamu)

KU RN, EG8010 St Ay H s S At Ak B A 8 oL 5 | BAI(13) Vs iU 8 2 MY 0 S P TS A5 D C16)
FRQADJ/Vre2 £ Vrs2 Dy e Al & A7 VR (1) an i H Hs LIRS FRQADS BRI e JC Ak, LR 45 A W&l 8. 1e HiHs
WSS Gy, T P B 22 20 SR BRI R AR (1] 22 HhL s M A R I e (P L I 3V AT IR ZE B, Xt L s
(A AR I, 20 N B R R 22 (U S R AR B PR ol R B, SRR IR, OUR P T o )
£ 1-3 AN HL P YT PN R A 200 ) R ) P

BunonsapHbin pexxum mogynauun, EG8010 ymn obpaTHOM CBA3BLIO NO HANPSXKEHUIO
npouecc BbinonHsaeTcs wtnudT (13) A0 nsmepeHne neBon HOMM BbIXOAHOIO HaNpsXXeHus,
n wtngT (16)
FRQADJ/VFB2 tonbko VFB2 pyHKUMM A8 M3MepeHUs BbIXOAHOrO HanpsXXeHUs npasyto
Hory Ha aToT pa3 FRQADJ FM dyHKUMA OTKMOYEHa, CXxema CTPYKTYpbl, MOKa3aHHOW Ha

> puc ctatbs 8.1 TpaHcdopmMaTopbl HAaNPsXKeHUN

w®PC vacTtb nyTn Yyepes aBa anddepeHumanbHbIX 00paTHOM CBA3N ANA N3MepPEHNs
NMKOBOW AnddpepeHUManbHOroO HanpsiXkeHnst U BHYTPEHHEro ONOPHOro CUHYConaansHOro
NMMKOBbIM HanpskeHneM 3B ansa pacyeTta owmnOKKM, BbIXOQHOE HanpsikxeHune
3HayeHne COOTBETCTBYOLLMM 06pa3oM CKOPPEKTUPOBaHbI, BHYTPEHHEE 3HAYEHME OLLINGBKN
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Применение рекомендации
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Выходное напряжение обратной связи
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Режимы работы чипа EG8010 возможен в униполярном и биполярном режиме модуляции, модуляции однополярного только мост руки ( контактный EG8010
SPWMOUT3 , SPWMOUT4 ) сделать SPWM модуляцией , другой ногой ( EG8010 SPWMOUT1 контактный, SPWMOUT2 ) сделать базу
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EG8010 чип режим делится на униполярные и биполярные модуляции модуляции , модуляции однополярного только мост руки ( контактный EG8010
SPWMOUT3 , SPWMOUT4 ) сделать SPWM модуляцией , другой ногой ( EG8010 SPWMOUT1 контактный, SPWMOUT2 ) сделать базу
Волна выходной фильтр приложений индуктора необходимо подключить ручной мост SPWM модуляции выходного напряжения цепи обратной связи также требует отбора SPWM модуляции моста связано
Arm выходного индуктора , как показано 8.1a. Биполярные модуляции Shuangqiaoshan руки ( EG8010 контактный SPWM3 , SPWM4 , SPWM1 , SPWM2 ) с
Когда SPWM модуляции выходного индуктора приложений используют двусторонней характеристики фильтра будет лучше , выборка обратной связью по напряжению схема требует двустороннего делителя усугубляется
Из обратной обработки , как показано в статья 8.1.
Приоднополярном режиме модуляции EG8010 чип обратной связью по напряжению процесс осуществляется штифт ( 13) VFB измеренная выходе преобразователя напряжения переменного тока , штифт
(16) только FRQADJ/VFB2 Функция FM FRQADJ режим в это время VFB2 обратной связи является недействительным, структура цепи показано на рисунке 8.1a обратной связью по напряжению единицы выборки
Очки , измерение пикового напряжения ивнутренней обратной связи опорного синусоидального пиковое напряжение 3В для вычисления погрешности , значение выходного напряжения соответствующей корректировки , когда входной
Увеличение напряжения на выводе напряжения также повышается , внутреннее значение ошибки цепи, вычисленного поправочного коэффициента множителя фактором для достижения более низких выходных
Напряжение достигает нормированного процесса , наоборот , когда штифт напряжение уменьшается , чип сделаетвыше выходного напряжения.
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Рисунок 8.1a EG8010 Цепь обратной связи выходного напряжения при использовании однополярной модуляции
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Рисунок 8.1b Форма напряжения обратной связи при однополярной модуляции
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Рисунок 8.1b применяемый метод контроля выходного напряжения в режиме однополярной модуляции, для микросхемы EG8010 позволяет с высокой точностью контролировать выходное напряжение, минимизировать его отклонения от номинала при изменении мощности нагрузки, колебания напряжения питания и других факторов. Выходное напряжение в любом случае регулируется до требуемого значения. (от переводчика - сдесь следует понимать также стабилизацию напряжения при использовании с реактивными нагрузками)
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Биполярный режим модуляции, EG8010 чип обратной связью по напряжению процесс выполняется штифт (13) ДПД измерение левой ноги выходного напряжения, и штифт (16)
FRQADJ/VFB2 только VFB2 функции для измерения выходного напряжения правую ногу на этот раз FRQADJ FM функция отключена, схема структуры, показанной на рис статья 8.1 трансформаторы напряжения
ФРС часть пути через два дифференциальных обратной связи для измерения пиковой дифференциального напряжения и внутреннего опорного синусоидального пиковым напряжением 3В для расчета ошибки, выходное напряжение
Значение соответствующим образом скорректированы, внутреннее значение ошибки цепи, вычисленного поправочного коэффициента множителя фактором для достижения регулирования процесса, то же можно биполярные модуляции
В цикле переменного тока 1-3, чтобы приспособиться к требуемое выходное напряжение.
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PucyHok ctatbs 8.1 EG8010 6unonspHble MOAYNALMN BbIXOAHOTO HAaNPsXKeHWs Lenu obpaTHOM CBA3M

j'] -[lna npegoTBpaLLeHns BbIXOAHOE HaMpshKeHNE CIINLLKOM HU3KOE UMK CIMLLIKOM BbICOKOE nuTaHus Harpysku, EG8010 BHyTpeHHero Habopa

A I‘I‘IOBI:IUJeHHOFO 1 MOHWXKEHHOIO HaMpsPKEHNs, 3alyTa OT NepeHanpsKeHys napameTpbl 3aLmThl

3.15V 41 3,15 Bpewms 3agepxku 300 mc, 2,75 B 3alumTa oT NOHWKEHHOTO HaMpshKeHUst ycTaHOBKa BpeMeHW 3agepxku 3S, Kkoraa nepeHanpsikeHus unm
NMOHWXXEHHOrO HanpshKeHusl, NpuBeAeHHble B cooTBeTCcTBUM EG8010

Hﬂ] (9) Pin (9) PWMTYP coctosiHume HacTpoliku BbixogHoro SPWMOUT1 ~ SPWMOUT4 Ha "0" unmn "1" ypoBHs, BbikniounTe Bce MolHocT MOSFET
BbixogHoe HanpsbkeHve Ha HU3KOM YPOBHE, Kak TONbKO BBOAUTCS NOCNE NepeHanpsKeHUst U NOHMWKXeHHOro HanpshxeHns, EG8010 6ynet

'Tfiﬁﬁﬂj FBbinywen nocrie 88 MOSFET nuTaHue, a 3aTeM CHOBa OTKPbITb Cy)XaeHue

A Ycnosus BeixogHoe HanpsikeHue, ocBoboxaeHne otkpbitom MOSFET nutaHus Ha nepuog 100 mc, 100 mc, Bpemsi Bo3BpaTa, a 3atem

fth L) onpeaenuTb NepeHanpspKeHnst U NOHWKEHHOTO HaNPsXeHNs CobbITUSA

ﬁl] %ﬂﬂ Ecnu ecTb elle nepeHanpskeHWs Unu NOHWKEHHOTO HanpshxkeHns cobbituin, EG8010 3atem BbikntounTe BCe cunoBble MOSFET nossonser
BbIXO[HOE HanpshKeHWe Ha H3KOM YpOBHE, MOBTOPHO 8S oxunaaHum penvsa

4 B $% J Ecnn HopmanbHas paGoTa nocrie Bbixofa 40 1 MUHYThl i 6ornee EG8010 04MCTAT OT NepeHanpskeHUs Ui MOHKEHHOTO HaMpsKeHMs

R cobbITMEM pa3a, Unu NATb pa3 obLLee YMCIO HENMPEPBLIBHOTO OCBOOOXAEHUS NOCIe

ﬂiIE 11 L He dyHkumoHupyeT nonHocTtbto EG8010 Bbixoa SPWM BbikntoyeHs Moayns, HE06X0AMMO NOBTOPHO NMUTaHWE CUCTEMbI MOCe

ocBObOXAEHUS.

8. 2 BbixogHoOW TOK 06paTHOW CBSA3U

IEG8010 NMYT koHTakTHbI ynn Anst N3MepeHns Harpysku BbIXOOHOW TOK npeobpasoBaTtens , B OCHOBHOM AJ15i Neperpy3ku no Toky wnenda
%ﬁ) nokasaHo Ha pucyHke 8.1a TekyLumn
' Boibopka YacTv BO34eNCTBUS, TO 3TO KOHTAKTHbIN BHYTPEHHUIA UCTOYHMK OMOPHOIO HanpsKeHWUs yctaHoBneH Ha 0.5V nuk makcumanbHoro Toka
/ﬁﬂ'ﬁl 600 mMc Bpems 3afepKku , Korga Harpyska no HeKOTopbIM NpuYnHam
Bbicokuii pacxoz npeBbilaeT MHBEPTOP Toka Harpysku , EG8010 nog wrndT ( 9) PWMTYP coctosiHue HacTpoiku byaeT BbIBOOUTb
FI] “QSPWMOUT1 ~ SPWMOUT4
,YTt06bI "0" nnn "1" yposHe, Bce cunbl MOSFET , 4ToGbI BbIKIIOUMTE BbIXOAHOE HaMpsiXeHe Ha HU3KOM YPOBHE , PYHKLUSI B OCHOBHOM Anis
#E‘J38LLI,I/ITI>I nonesoro MOTI-TpaH3ncTOpa NMTaHWSA U Harpys3kom ,
i M OpHaxabl nocne neperpysku no TokKy, !EG8010 16S ByneT oTkpbIT nocne penusa , a 3atem onpeaenuts MOSFET MOLLHOCTY Harpy3ku
neperpysku rno TOKy , BbIMYCK OTKPbITON paboThbl
9‘%[21‘-]} Ouenutb MOS Tpy6ku B TeueHne 100 mc , 100 mc cobbiTus oTnyckaHusa MT3 , a 3aTem onpefenvTb, ecTb N eLlecBepxToka , To EG8010
Otkntounte Bce MOSFET no3BonsieT BbIXOQHOE HanpsKeHne Ha HU3KOM YPOBHE , CHOBA XaeT 0cBoboxaeHus 16S , ecnmn HopMarnbHbIA PEXUM
EG80: paboTbl nocne oceoboxaeHns 40 1 MUHYThI Unn Gonee
. EG8010 cobbiTnin CBEPXTOKOB OYMCTUT HOMEP UMK KONMYECTBO HaKOMMEeHHbIX NATb pa3 HenpepbiBHOrO BbICBODOXAEHNS COXpaHSeTcs nocne
*%ﬁ%[ 3anycka EG8010 He nonHocTbio oTkntovaeT eroSPWM
(), Bbixon Moayns , He06x04MMO NOBTOPHO NUTAHUE CUCTEMBI NOCHe 0CBOGOXAEHUS. ECrn HEKOTOPbIE HACTPOWKM, TakUe Kak MyCKOBOW TOK
> OTHOCWTEIbHO Benvka OTHOCUTENbHO ANUTENBHOrO BPEMEHH , 3Ta (PYHKLMS HE MOAXOAUT ANs NMPUNOXEHWIA
A moxeT 6bITb MYT KOHTakTa Ha 3emnio .

8. 3 NamepeHune TeMnepaTypbl 06paTHON CBA3M

S T B T S TS D

e - .
EG8010 ’L\‘)ﬂf E,‘]%IH EG8010 koHTakTHbI Ynn TPB asnsetca namepeHve paboyen TemnepaTypbl MHBEPTOP B OCHOBHOM UCMOSb3yeTcs Ans
B 4447 OOHApYXeHWA 1 3awmThl OT neperpesa Paboyas Temnepatypa Beixoda oToGpaxaetcs 12832
LCD *"Eéﬁ%i’ EE‘E%’H *,A] XKK-moaynb, cxema CTpyKTypbl, NoKa3aHHOW Ha pucyHke 8.3a cxeMa obHapyxeHust TemnepaTypbl, Kak nokasaHo RT1 NTC
F 40 s B IS, 45 Hs AL BE TepmmcTop 1 dhopMmrpoBaHie NpocToii pesncTop uamepeHmns RF1
. . HanpsixeHve Lenb genutens HanpsbkeHnst 3MeHsIeTCs 3HaYeHre Kak 3Ha4yeHne TeMnepaTtyphbl, pa3aMmep 3TO HanpsikeHue
IR E(H . NTC % F 2 6yner otpaxats pasmep NTC pesncTop C NoMy4eHrem CooTBETCTBYIOLLErO
NP TR N Temnepatypa. NTC 25 C ncnonb3oBaHue cooTBeTcTBYytoLLero conpotusnexnuns 10K (B noctosHHoe 3HayeHne 3380)
e S - . . z
éﬁiﬂ@{%ﬂjﬁj‘, EC Tepmuctop, TOB HanpshkeHWe Ha KOHTaKTHbIM TeMnepaTypou, ycTaHoBMeHHON Ha 4.3V,
Korpa 3awuta ot neperpesa, EG8010 nog wtudt (9) PWMTYP coctosiHne HacTpowiku 6yget BoiBognts SPWMOUT1 ~
SPWMOUT4 Ha "0"
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Рисунок статья 8.1 EG8010 биполярные модуляции выходного напряжения цепи обратной связи
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Для предотвращения выходное напряжение слишком низкое или слишком высокое питания нагрузки, EG8010 внутреннего набора повышенного и пониженного напряжения, защита от перенапряжения параметры защиты
3,15 Время задержки 300 мс, 2,75 В Защита от пониженного напряжения установка времени задержки 3S, когда перенапряжения или пониженного напряжения, приведенные в соответствии EG8010
Pin (9) PWMTYP состояние настройки выходного SPWMOUT1 ~ SPWMOUT4 на "0" или "1" уровня, выключите все мощности MOSFET
Выходное напряжение на низком уровне, как только вводится после перенапряжения и пониженного напряжения, EG8010 будет выпущен после 8S MOSFET питание, а затем снова открыть суждение
Условия Выходное напряжение, освобождение открытом MOSFET питания на период 100 мс, 100 мс, время возврата, а затем определить перенапряжения или пониженного напряжения события
Если есть еще перенапряжения или пониженного напряжения событий, EG8010 затем выключите все силовые MOSFET позволяет выходное напряжение на низком уровне, повторно 8S ожидании релиза
Если нормальная работа после выхода до 1 минуты или более EG8010 очистят от перенапряжения или пониженного напряжения событием раза, или пять раз общее число непрерывного освобождения после
Не функционирует полностью EG8010 выход SPWM выключения модуля, необходимо повторно питание системы после освобождения.
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Выходной ток обратной связи
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EG8010 ПУТ контактный чип для измерения нагрузки выходной ток преобразователя , в основном для перегрузки по току шлейфа показано на рисунке 8.1a Текущий
Выборка части воздействия, то это контактный внутренний источник опорного напряжения установлен на 0.5V пик максимального тока 600 мс время задержки , когда нагрузка по некоторым причинам
Высокий расход превышает инвертор тока нагрузки , EG8010 под штифт ( 9) PWMTYP состояние настройки будет выводить SPWMOUT1 ~ SPWMOUT4
Чтобы "0" или "1" уровне, все силы MOSFET , чтобы выключить выходное напряжение на низком уровне , функция в основном для защиты полевого МОП-транзистора питания и нагрузкой ,
Однажды после перегрузки по току, EG8010 16S будет открыт после релиза , а затем определить MOSFET мощности нагрузки перегрузки по току , выпуск открытой работы
Оценить MOS трубки в течение 100 мс , 100 мс события отпускания МТЗ , а затем определить, есть ли ещесверхтока , то EG8010
Отключите все MOSFET позволяет выходное напряжение на низком уровне , снова ждет освобождения 16S , если нормальный режим работы после освобождения до 1 минуты или более
EG8010 событий сверхтоков очистит номер или количество накопленных пять раз непрерывного высвобождения сохраняется после запуска EG8010 не полностью отключает егоSPWM
Выход модуля , необходимо повторно питание системы после освобождения. Если некоторые настройки, такие как пусковой ток относительно велика относительно длительного времени , эта функция не подходит для приложений
А может быть ПУТ контакта на землю .

Сергей
Текст
Измерение температуры обратной связи

Сергей
Текст
EG8010 контактный чип ТФБ является измерение рабочей температуры инвертор в основном используется для обнаружения и защиты от перегрева Рабочая температура выхода отображается 12832
ЖК-модуль, схема структуры, показанной на рисунке 8.3а схема обнаружения температуры, как показано RT1 NTC термистор и формирование простой резистор измерения RF1
Напряжение цепь делителя напряжения изменяется значение как значение температуры, размер это напряжение будет отражать размер NTC резистор с получением соответствующего
Температура. NTC 25 ℃ использование соответствующего сопротивления 10K (B постоянное значение 3380) термистор, ТФБ напряжение на контактный температурой, установленной на 4.3V,
Когда защита от перегрева, EG8010 под штифт (9) PWMTYP состояние настройки будет выводить SPWMOUT1 ~ SPWMOUT4 на "0"
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Wnmn "1" yposHs, Bce cunbl MOSFET OTKMO4MTb BbIXOAHOE HaMnpsXeHUe Ha HU3KOM YPOBHE, KaK TOMNbKO

> g 9 S S s% BOLlen, nocne 3awmthbl oT neperpesa, EG8010 cyauTs, 4To onepaums 6yaet NOBTOPHO
EJZ‘ 1 EE‘:F’ %Iﬂ@?ﬁlﬁﬁ Temnepartypa, ecrniu TOB HanpsikeHUst KOHTaKTHbIA HWXe, Yem 4,0 B, EG8010 BbiigeT 3awumTa oT

VR, SR Tes 5] I H, H X neperpesa, uieepTop paboTbl. ECnn Bbl He XenaeTe UCMoNb3oBaThb (hyHKUMIO 3aLLMTbI OT Neperpesa aToT
e o J, BbIBO/, HY)XHO 3a3eMNnTb.
He s lzglﬂiuﬁg%&%i@o

TR
: i

EG8010

& 8.3a EGS010 v i ko i i%

8.4 PWM iR
8,4 PWM Twun Bbixoga

- ; EG8010 ynn LM BbixogHbIM koHTakTom PWMTYP gsnsietcs yctaHoBka tuna, PWMTYP Ha "0" npumeHseTcs K
EG8010 .th /15| PY NONOXNTENBHON NONSPHOCTY Ha BbIXOAE LUMPOTHO-MMMNYNbCHON MOAyNnsumen
X Sk [a] B ST 4%, YpoBHS MepTBOTO Takke Hudka cobbiTuii (Hanpumep, Boxaerns unn IR2106 IR2110 uuner aparisepa 1 1.4.), puc 8.4a
ﬁEl— EE‘:Fij Tﬂ:& EE:F Z ' aBnsieTcst EG8010 koHTaKTHbI SPWMOUT u3
IR, B ST ARz ©opma BbIXOAHOTO cUrHana, akTMBHbINA BbICOKO MoLHocTU npusoaa MOS PucyHok 8.4b sensetca PWMTYP = "0"
npu nonoxuTensHon nonspHocTu LM-BHeapeH4veckoro Tuna npmeoaa IR2110

%E% 3 Cxembl.
+400V
+15V0r P J l
EG80107 PWMTYP=0 M= W il s ‘"]4'{
=i Vel O+15V
EG8010 @ e 4
SPWMOUTL —wijle— —piia— —pila— —>ia— —>a —> e L — ] oy
SPWMOUT3 - JEN N
oy =g {9 IR 2 |semorrs +5V el w Fo
e e h
SsPwMoUT2 | y e B
SPWMOUT4
¥ 8.4a EG8010 IEKME PWM 24 8.4b EG8010 LM PWM Kz IR2110

PWMTYP iy “1” j& Bttt PwMm R4 N H 28X HEF Rl & 36 Candlksl TLP250 5t Rh#s
HIEAAZ), EG8010 HH SPWMOUT % B WKl 8.4c, KHL A REKE AL, Stk b E i P Ik sh oh %
MOS &, [ 8.4d & PWMTYP= “1” I Gl PWM RV BKZ)) TL250 YeRh2S 25 1 H HL %

+400V

+15V P
o s |
PWMTYP=1 7

EG80107 2 ; 7 J

S ] el
SPWMOUTL  —»iiea= —»la— —pia— > —>e— > V o J i iy
s -

o & %§4444(3A15\
P i i
SPWMOUT2 ﬂ%—é}g{ ‘ |
SPWMOUT4 | — e
TLP250 =
8.4c EG8O10 itk PWM ZSAki 8.4d  EGB010 SULE: PWM S TLP250 JE R T
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Сергей
Текст
Или "1" уровня, все силы MOSFET отключить выходное напряжение на низком уровне, как только вошел, после защиты от перегрева, EG8010 судить, что операция будет повторно
Температура, если ТФБ напряжения контактный ниже, чем 4,0 В, EG8010 выйдет защита от перегрева, инвертор работы. Если вы не желаете использовать функцию защиты от перегрева этот вывод нужно заземлить.

Сергей
Текст
8,4 PWM Тип выхода
       EG8010 чип ШИМ выходным контактом PWMTYP является установка типа, PWMTYP на "0" применяется к положительной полярности на выходе широтно-импульсной модуляцией
Уровня Мертвого также низка событий (например, вождения или IR2106 IR2110 чипы драйвера и т.д.), рис 8.4a является EG8010 контактный SPWMOUT из
Форма выходного сигнала, активный высокой мощности привода MOS Рисунок 8.4b является PWMTYP = "0" при положительной полярности ШИМ-внедренческого типа привода IR2110
Схемы.


Y4N
EG :nvromnq EGB010 15 A SR V2.2

FLAH SPWM AR 884 H5 F

8.5 FLX AR E

EG8010 .t 1 (15|l DT1, DTO ;& #&hIZIX I /], ZEIX I R4 il & D 26 MOS B IS4z —, Wit
DX I E] B A /N2 S 3850 R T3 MOS 7 [R] e Sl 1M e B8 MOS L, i AL X K K& FE L KRB M IR E R
HOEILS, K 8. ba 4 EG8010 WAL 45l 7, anlE przr 5| DT1, DTO £ & 4 F2EX N [A], “00” &
300nS ZEXIIE], “017 /& 500nS ZEX A,  “10” J& 1uS JEXIE],  “117 J& 1. 5us FEX I A]

300nS 300nSs
SPWMOUT1 — - - — .l - — -, - — -] -—
SPWMOUT3
DT1, DTO=00
SPWMOUT2
SPWMOUT4
500nS 500nsS
SPWMOUT1 . ] -l ] - — ] -—
SPWMOUT3
SPWMOUT2
SPWMOUT4
1us 1us
SPWMOUT1 — - — | . e - — | . - — - -—
SPWMOUT3
SPWMOUT2
SPWMOUT4
1.5us 1.5us
SPWMOUT1 ] ] ] — - |- — - -—
SPWMOUT3
DT1, DTO=11
SPWMOUT2
SPWMOUT4

K 8.5a EG8010 FEX il s

8.6 YcTaHoBKa YacTOThbl

YacTtoTHbIn pexum EG8010 genutcs Ha MKCUMPOBaHHbIE YaCTOTbl U PEXUM PEXUM C perynupyemon 4actoTon. Pexum perynupoBaHusi 4acTtoThbl
[OOCTyNeH TOMNbKO NPU UCMONb30BaHMM OAHOMONAPHOW MOAYMALUA

3a BbIbOp YacTOTHOrO pexmma oTeedaeT BbiBoa Mukpocxembl 20 - MODSEL. Pexum 3agaetcsa yepes gxxamnepbl Ha BbiBogax FRQSEL1 u
FRQSELO. dukcnpoBaHHas yactoTa 50 ruy 3agaetcsi covyetaHnem "00" cootBeTCTBEHHO. [Npn codeTaHum axamnepos "01" BbixogHasi YactoTa
coctasuT 60 'u. FRQADJ pexuvme hrKCUPOBaHHOW 4acTOTbl OTKIIOYEH.

BunonsipHbI pexxum Mogynaumm wtndT (16) byaet cnyxute VFB2 HanpspkeHus Leny o6paTHOM CBS3W; PEeXMM peryrnmpyeTcst HacToTon Ao
«10» aBnsieTcs AnanasoH BbixoaHom YacTtoTbl oT 0 ~ 100 My

Perynupyemsbin, "11" aBnseTca ananasoH BeixogHow YacToTbl oT 0 ~ 400 My perynvpyemas, perynupyemMasi 4actoTa OT CXeMa perynmpoBKu
koHTakTHbIN FRQADJ nokasaHo Ha pucyHke 8.6a, koHTakTHbIn FRQADJ

OT1 0 ~ 5V n3MeHeHUsIX BXOAHOTO HanpshkeHns, COOTBETCTBYIOLLEro yHAaMeHTanbHbIM BbIxogHbIX YacToT oT 0 go 100 'y nnam 0 ~ 400 Iy,
N3MEHEHUN, 3Ta PyHKUMA MOXeT ObiTb 06beanHeHa ¢ VVVF wtudt

Mcnonb3yeTtcst B ogHOgasHbIX MHBEPTOPA.

_ JRai
g

FRQSELO
AIRAFERE, — 18

10: 0~100H:
I oioow: pmaspy |, E68010

¥ 8.6a EG8010 A i L%
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Сергей
Текст
Биполярный режим модуляции штифт (16) будет служить VFB2 напряжения цепи обратной связи; режим регулируется частотой до «10» является диапазон выходной частоты от 0 ~ 100 Гц
Регулируемый, "11" является диапазон выходной частоты от 0 ~ 400 Гц регулируемая, регулируемая частота от схема регулировки контактный FRQADJ показано на рисунке 8.6а, контактный FRQADJ
От 0 ~ 5V изменениях входного напряжения, соответствующего фундаментальным выходных частот от 0 до 100 Гц или 0 ~ 400 Гц изменений, эта функция может быть объединена с VVVF штифт
Используется в однофазных инвертора.

Сергей
Текст
Установка частоты

Сергей
Текст
Частотный режим EG8010 делится на фиксированные частоты и режим режим с регулируемой частотой. Режим регулирования частоты доступен только при использовании однополярной модуляции
За выбор частотного режима отвечает вывод микросхемы 20 - MODSEL. Режим задается через джамперы на выводах FRQSEL1 и FRQSEL0. Фиксированная частота 50 гц задается сочетанием "00" соответственно. При сочетании джамперов "01" выходная частота составит 60 Гц. FRQADJ режиме фиксированной частоты отключен.
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8,7 VVVF pexunme nepeMeHHon 4YacToTbl
8 7 VVVF %%% B uensax obecneyeHnst anekTpomMmarHMTHOroO MOMEHTa ABuraTens nocTtosiHHom YactoTtbl, EG8010 VVVF "1" pexum ans
. 24 .0becneyerus V / F NOCTOSAHHbIM 3Ha4YeHneM
PerynupoBka BbIXOAHOM YacTOTbl PErynnpyeTcs Bo BpeMs BbixogHoro HanpskeHus; VVVF "0" pexuvme, BbixogHas

7'9 T{%iﬂi Eﬁzfj]*ﬂ,ﬁ YyacToTa He perynupyeTtcs, Korga perynmpoBaHue BbIXOAHOro HanpsKeHus.

UL A A0 T 1 £

8. 8 TpexnpoBoaHoOI nocrnegoBaTenbHbli MHTepdenc ynpaenexHus XK 12832

EG8010 nmeet nogaepxky TpexnpoBOAHOro nocrnegoBaTenbHoro nHtepdenca 12832
KKW-moaynsa ons otobpaxkeHns HanpsbkeHUs, 4acToTbl, TEMNepaTypbl U ToKa.

TekyLLyto MHpopmaumnio MOXHO HabntogaTe, npu nogkntodeHnn XKK-moayns kak nokasaHo Ha
pucyHke 8.8a.

+5V

5O 8[| BLK+
7 BLK+
LCD _CLK 6 SCLK
24 P
EG8010 25X S 128329
31 LCD EN 4 ij&j [ El%lﬁﬁ%
o 3| E{ VDD
+5V
2 VSS
l 1 VSS

/¢l 8.8a EG8010 — £k HRATHEN 12832 Wi s nBBEER

EG8010 LCD uun ynpaBneHusi cBA3bIo NpoTokorna B ocHoBHOM Anga ST7920 XKK-moaynb Tun LCD, Takme kak 12832, cxema perynmpoBaHust
cuHXpoHm3auum Ecnn 8.8b
[MokasaHo Ha pucyHke.

s —/ \_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SCLK
1 1 1 1 1 XRWXRS) 0 {D7XD6XD5XD4) 0 0 0 0 {D3XD2XDIXDO) 0 0 0 O
SID ; ;
« —> . |
Synchronizing | Higher | Lower
Bit string | data | data

«— 15t byte S S E— 27 byte —
5 8.8b EG8010 H3 AT i dl TR Thill /3> 1]

P 8. 8c 4 EG8010 JEFE 12832 TAERT, W &HBFEIT B MG &, 18 8. 8d & 12832 ¥ & 5 ] ~F A& .

Vol:2Z1V 1:8.8R

Frgq: SHHz T:@A38

8.8c EGS8010 3%E#: 12832 TAEI Wi & 5t Bn{E K 8.8d 12832 ¥k bt N ~T A
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Сергей
Текст
8,7 VVVF режиме переменной частоты
В целях обеспечения электромагнитного момента двигателя постоянной частоты, EG8010 VVVF "1" режим для обеспечения V / F постоянным значением
Регулировка выходной частоты регулируется во время выходного напряжения; VVVF "0" режиме, выходная частота не регулируется, когда регулирование выходного напряжения.
 


Сергей
Текст
Трехпроводной последовательный интерфейс управления ЖКИ 12832

Сергей
Текст
EG8010 имеет поддержку трехпроводного последовательного интерфейса 12832 ЖКИ-модуля для отображения напряжения, частоты, температуры и тока.
Текущую информацию можно наблюдать, при подключении ЖК-модуля как показано на рисунке 8.8а.

Сергей
Текст
EG8010 LCD чип управления связью протокола в основном для ST7920 ЖК-модуль Тип LCD, такие как 12832, схема регулирования синхронизации Если 8.8b
Показано на рисунке.
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A SPWM AR 2% L FHU

8.9 RS232 H O HEO
EG8010 ST RS232 #f I3 IR 1 B B A4S B e T . M. AU 25 2%, I N B0 AR

& 8.9a.
+5V .
+5Viso +oViso
0. 1uF N isofGND@
lu
I 1uF iso GND
GND 7 -
* A ~ %T]IN g TlOLT% DO 1 5
—= R1IN R10UT = DSR_6 0
EG8010_TXD —— AN\ — PC8IT 10 IS e i o
T2IN T20UT RIS 1]
510 oy Tiso GND 9 { R20UT R2IN |8 -3 0o
— MAX232 1uF +"'_)ViSOjI[S;ggo
. Lcs ye 2 U o DR 4] 5
+6Viso WF 3¢ s g
5 o 0. luF o 1uF I
: }711‘ 5ic- 2
EG8010 RXD —‘7 - iso GND DB9
~ iso_GND = -
oo A )
J PC8I7 L apn— <
1 510 iso GND
GND
B 8.9a RS232 YKl £ IE v itk
FOSH
WrREE: 2400
KR
17 1
IR :

HBAEH, BG8010 24 ML, FI Al MCU 5 PC AL ML MHL— HRRI B BN UAIE w4, SLRN
PR, (R RS AL

TR SRS

FEPRIE: CODE DATA
MALIR[H]: BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4

IS4 2400 8 N 1

Bt X, A kAR, EIUREWASFAEEE, AT a2 AT, R AT R
FATe WAL TR A 755, SBR[ PYAS 715 5
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BB

1. BERE. BR. BE. SR

A SPWM iifi 5 %

S A

LU L YA RLRE L A AD A, SO IR (Bl BYTEL(FE . AD i), BYTE2(HL
I e it AD 1), BYTE3(JilJ¥ AD M), BYTE4(Ji% AD 1)
BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BITO
¥ ML | CODE | 41H (iérd) 0 1 0 0 0 0 0 1
& iX | DATA 00H 0 0 0 0 0 0 0 0
BYTE1 HE V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 VO
M L | BYTE2 LR 17 16 15 14 13 12 11 10
B [A] | BYTE3 BE T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T0
BYTE4 CiikS F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 FO

V7~VO0 /& VB 5| [l s 15t HE s AD 1

17~10 72 IF8 | A s 5t HL L AD {HL
T7~T0 & TrB 5| I s Bt 5 AD {H

F7~FO /& ¥ B 1E 5% 4 A%

2. Bsh/2EE spwMm i

JA 50 /2% 1 SPWM it
I i1 SR A4 G, IR A BYTEL A4 715 (81H), Fn'E k)
BIT7 | BIT6é | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BITL | BITO
¥ #l | CODE 81H 1 0 0 0 0 0 0 1
& | CIL T - - - - - - - -
BYTEL | 8IH 1 0 0 0 0 0 0 1
M Ml | BYTE2 | 1#HE 0 0 0 0 0 0 0 0
& [H] | BYTE3 | #H 0 0 0 0 0 0 0 0
BYTE4 | 4§ 0 0 0 0 0 0 0 0

FEHURIEIIE AN FT N6 CTL
CTL & 55H, J33h SPWM #irth
CTL &y OAAH, %%l SPWM %t

3. EiEHI%HIE
B, i O SE S A TR
b)) e SR B R A AR, IR BYTEL A4 715 (82H), HnS KT
BIT7 | BIT6é | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BITl | BITO
¥ #L | CODE 82H 1 0 0 0 0 0 1 0
& 3 | CIL #HE% | MOD | DTI DTO | VVVE | SST MS FS1 FSO
BYTEL | 82H 1 0 0 0 0 0 1 0
M #Hl | BYTE2 | 1RHE 0 0 0 0 0 0 0 0
& [E | BYTE3 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BYTE4 | £ 0 0 0 0 0 0 0 0
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MOD & BEE IR, “07 Ak L v H, “17” S A% B E

DT1, DTO f&AEXF=HI (a4 &, “00” +& 300nS, “01” & 500nS, “10” +& 1uS, “11” 42 1.5uS
VVVF 2R A IR FE, “07 SRR e Bia, “17 2 ARdnas i

SST 2 MRS AEFE, “07 ZRMPUA B, “17 BRI
Ms STk Re, “0” R FARPEREITI, “17 XU T

FS1, FSO f&IEyWAiziLsE, “00” & 50Hz, “01” & 60Hz, “10” & 0~100Hz, “11” 4 0~400Hz

FAH SPWM 145 24 -

4. ERHE
g L
I e SRR 4G, IRIFI BYTEL A ird 7 15(83H), FREHIN.
BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BITl | BITO
¥ #L | CODE 83H 1 0 0 0 0 0 1 1
K 3% | Vol FH V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1 VO
BYTEL | 83H 1 0 0 0 0 0 1 1
M Hl | BYTE2 | 1B 0 0 0 0 0 0 0 0
B [Al | BYTE3 | 1%Hd 0 0 0 0 0 0 0 0
BYTE4 | 78 0 0 0 0 0 0 0 0

HLR AR R 2k 3 7 X, 1LSB iy 19.6mV

Vol7 ~VolO 15475 Fl A 0x00~0xFF, % VFB 5| JHIHL s A oV~5V

5. Big
iy A
B i1 SR BRI A S, IRBI BYTEL M4 717 (84H), £/REHY).
BIT7 | BIT6é | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BITO
X #HL | CODE | 84H 1 0 0 0 0 1 0 0
% ¥ |FRQ | ¥ F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 FO
BYTE1 | 84H 1 0 0 0 0 1 0 0
M #Hl | BYTE2 | £H 0 0 0 0 0 0 0 0
& [H] | BYTE3 | 48 0 0 0 0 0 0 0 0
BYTE4 | 178 0 0 0 0 0 0 0 0

4 FRQSEL1, FRQSELO= “10” W}

Frq7~Frq0 [%EE K 0x00 B, % 45 OHz
Frq7~Frq0 [%dE K OxFF i, 4 45% 4 100Hz
Frq7~Frq0 FIEEE R 0x7F I, #5524 50Hz
™4 FRQSEL1, FRQSELO= “117 W

Frq7~Frq0 %k 4 0x00 i, i 45 4 OHz
Frq7~Frq0 (%R K OxFF I, #1552 4 400Hz
Frq7~Frq0 FIEdE R 0x7F I, #4524 200Hz
DL F 43123 (R Rk Be 1 7 5
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AT SPWM A5 3845 i1t
9. #HHFER~T

10. LQFQ32 BHER

25 HHH = 16

A3 b
Y R bl A E
A2 A 1
cl ¢
t )
Al S P
5| A

9 A AL A2 | A3 b bl (o cl D D1 E El e eB L L1 0
MIN| - |0.05/1.35/0.59|0.32|0.31|0.13|0.12 | 8.80 | 6.90 | 8.80 | 6.90 8.10| 0.40 0
NOM| - - /140|064 - |035| - |0.13|9.00|7.00|9.00|7.00 ?3582 - - TB:C(Z) -
MAX| 1.60 | 0.20 | 1.45 | 0.69 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | 9.20 | 7.10 | 9.20 | 7.10 8.25 | 0.65 7
A mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm|mm|mm| mm| mm mm| mm| °
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